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我々は無電解金メッキにより作製したナノギャップ電極と化学的に合成した金ナノ粒子を用い

て単電子トランジスタ(SET)を化学的に組み立て、常温で動作する SET集積回路を構築すること

を目指している[1]。これまでに我々は、5 nm以下のギャップ長を有するナノギャップ電極を 90%

の収率で作製することに成功し[2]、界面活性剤分子をテンプレートとして用いた「分子定規無電

解金メッキ法」(Molecular Ruler Electroless Gold Plating : MoREP)を開発し、2.0 nmのギャップ長を

有するナノギャップ電極を再現性良く作製する技術を確立してきた[3]。本発表では、2.0 nm以下

のギャップ長を有するナノギャップ電極の断面構造の解析を行ったので報告する。 

Si/SiO2基板上にEBリソグラフィを用いて、約 20 nmのギャップ長を有する金電極を作製した。

この電極に対して、塩化金酸水溶液・界面活性剤分子・還元剤 L(+)-ascorbic acid を混合した溶液

を用いることにより、自己触媒型無電解金メッキを行い、ナノギャップ電極を作製した。界面活

性剤分子にはアルキル鎖の両端にトリメチルアンモニウム基を有するアルカンビス(トリメチル

アンモニウムブロマイド)(CnH2n[N
+
(CH3)3Br

-
]2 )を用いた。 

Fig.1にMoREP 後のナノギャップ電極の走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope : SEM)

像を示す。このナノギャップ電極のギャップ長は 1.1 nmであった。同一のナノギャップ電極に対

して集束イオンビーム(Focused Ion Beam : FIB)を用いることで断面を露出させた際の断面 SEM像

を Fig.2に示す。Fig.2より、ナノギャップ電極の最近接部は SiO2上よりも上方に位置しているこ

とが確認できた。 
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Fig.1 SEM image of nanogap  

electrodes after MoREP 

Fig.2 Cross-sectional image of  

nanogap electrodes  
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